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Fin의 두께와 높이 변화에 따른 22 nm FinFET 

Flash Memory에서의 전기적 특성

서성은, 김태환

한양대학교 융합전자공학부

  Mobile 기기로 둘러싸여있는 현대의 환경에서 Flash memory에 대한 중요성은 날로 더해가고 

있다. Flash memory의 가격 경쟁력 강화와 사용되는 기기의 소형화를 위해 flash memory의 비

례축소가 중요한 문제로 부각되고 있다. 그러나 다결정 실리콘을 플로팅 게이트로 이용하는 

planar flash memory 소자의 경우 비례 축소 시 short channel effect 와 leakage current, 
subthreshold swing의 증가로 인한 성능저하와 같은 문제들로 인해 한계에 다다르고 있다. 이를 

해결하기 위해 CTF 메모리 소자, nanowire FET, FinFET과 같은 새로운 구조를 가지는 메모리 

소자에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 본 연구에서는 22 nm 게이트 크기의 FinFET 구조

를 가지는 플래시 메모리소자에서 fin의 두께와 높이의 변화에 따른 메모리 소자의 전기적 특

성을 3-dimensional 구조에서 technology computer aided design ( TCAD ) tool을 이용하여 시뮬

레이션 하였다.
  본 연구에서는 3D FinFET 구조를 가진 플래시 메모리에 대한 시뮬레이션 하였다. FinFET 
구조에서 채널영역은 planar 구조와 다르게 표면층이 multi-orientation을 가지므로 본 계산에서

는 multi-orientation Lombardi mobility model을 이용하여 계산하였다. 계산에 사용된 FinFET 
flash memory 구조는 substrate의 도핑농도는 1×1018로 하였으며 source, drain, gate의 도핑농도는 

1×1020으로 설정하여 계산하였다. Fin 높이는 28 nm로 고정한 상태에서 fin의 두께는 12 nm부

터 28nm까지 6단계로 나누어서 각 구조에 대한 프로그램 특성과 전기적 특성을 관찰 하였다. 
계산결과 FinFET 구조의 fin 두께가 두꺼워 질수록 채널형성이 늦어져 threshold voltage 값이 

커지게 되고 subthreshold swing 값 또한 증가하여 전기적 특성이 나빠짐을 확인하였다. 각 구

조에서의 전기장과 전기적 위치에너지의 분포가 fin의 두께에 따라 달라지므로써 이로 인해 

프로그램 특성과 전기적 특성이 변화함을 확인하였다.
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